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MMICశ対称ドハティ増幅器 ৈ調波処理ドハティ増幅器
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提案設計法 ੸োৡレベル最適化による

శ対称ドハティ増幅器の設計･製作
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Dmax: 68%, PAEmax: 64%
Psat: 36dBm, Gain: 12dB
              @4.15GHz
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PAE@6­dB OBO : >50%
             @4.0–4.35GHz

GaN HEMT MMIC ドハティ増幅器の評価結果

CA,PA 単体における効率特性シミュレーション結果
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Tr1,Tr2: CREE GaN HEMT (CGHV1J006D)

基板: Panasonic社 Megtron7 (誘電率ε !"#$ %"%%&$ 基板厚さ' #%% ()

試作GaN HEMT ドハティ増幅器の諸特性
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ৈ調波ドハティ増幅器の設計
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①߶効率化

 CA, PAそれぞれで߶調波処理

 (್倍波, 三倍波)

②ঘ型化

 λ/4インピーダンス変換器を

 ༽いないघ法による設計

評価結果
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ৈ SHF 帯ৈ効率増幅器

試作回路
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2 次ৈ調波ソースプルシミュレーション
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ৈ SHF 帯ৈ効率増幅器の評価

増幅器ৈ効率化の原理 (Class-R)

・ 直流分を打ち消すように基本波の電流電圧

・ 2次以上のৈ調波の位相

およびৡ率を調整

に調整
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周波数特性測定結果

ηDmax:52.9%

PAEmax:42.8%

Pout@PAEmax:38.4dBm

Gain@PAEmax:7.2dB

VDD:28VVGG:­2.45V

@8.3GHz

ো出ৡ特性測定結果
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試作回路 増幅動作特性

Substrate: Megtron7; Panasonic

(t : 0.75mm,   r :3.4, tan   : 0.002)e d

時間反転双対とトランジスタ増幅器 ・整流器

10MHz 帯ゲート側零バイアス増幅 ・整流器

トランジスタ増幅器の回路構成

整流動作特性
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トランジスタ整流器の回路構成

Dmax: 68%, PAEmax: 64%
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